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摘 要

在本實驗過程中，射頻濺鍍(sputtering)系統將ITO材料濺鍍於石英玻璃上，並改變濺鍍參數(入射功率與氧氣流量比例)，研

究薄膜的電學與光學的特性。並利用黃光微影製程得到我們所需要的CTLM及指叉狀電極圖樣，再用Sputter和E-gun鍍上

所需要的金屬結構，之後再以不同的溫度退火，找出最佳的實驗參數。而我們得到的最佳製程參數為：以30 W射頻功率鍍

膜通入純氬氣流量110 sccm，系統總壓力為10 mTorr，基板溫度為200℃，可以得到片電阻值32.5Ω/□的透明導電氧化

物ITO薄膜，600℃的熱退火後獲得最低的片電阻值28.7Ω/□。同時，我們兼顧薄膜的穿透率在可見光波段維持平均而

言80﹪以上的水準，故我們製作了ITO/n-GaN、ITO/Ti/n-GaN結構以形成歐姆接觸(ohmic contact) 並且製作了指叉狀光

導式光檢測器（photoconductor）來嘗試透明導電材料的應用。我們獲得ITO/n-GaN 歐姆接觸之特徵接觸電阻值

為4.2x10-6Ω-cm2，氮氣下熱退火600℃15分鐘後可得特徵接觸電阻值為2.9x10-6Ω-cm2是本實驗所得最佳值。ITO/n-GaN

之光導式光檢測器特性，獲得在外加偏壓5V，照光波長366nm時的光響應度為325 A/W，量子效率為1.1%。
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